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                              )Shorted gate(يساوي صفر وهذه الحالة تسمى بحالة قصر البوابة )GSV  (أي ان 

 

:  
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   ريبا.فولتية الضيق: وهي فولتية المصرف التي يكون فوقها تيار المصرف ثابت تق
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  mTransconductance (g(المواصلة التبادلية:

ة وهي نسبة تغير تيار المصرف الى التغير المسبب في فرق الجهد بين البواب

والمنبع، وذلك عند ثبوت فرق الجهد بين المصرف والمنبع. وحداتها سيمنس 

.(Siemens) .أي مقلوب الاوم 

  0GSV=وان اعظم قيمة للموصلية التبادلية ,عندما تكون 

  :mogبالتعبير  mg  وعندها يعبر عن 
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 أي ان  فهي مقلوب ممانعة الإخراج : )osy(اما توصيلية الإخراج

  

 : (Zo): او تسمى ممانعة الإخراج   (rd)مقاومة المصرف    

في تيار  الى مقدار ما يؤديه من تغير )DSV (وهي النسبة بين التغير في فرق الجهد 

 .)GSV(د وذلك عند ثبوت فرق الجه )DI(المصرف 
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لى التغير المنبع ا–:هو النسبة بين التغير في جهد المصرف  (μ)معامل التكبير 

 :عند ثبوت تيار المصرفالمنبع –في جهد البوابة 
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 وهناك علاقة تربط بين الثوابت الثلاثة وهي:

m. g dμ=r 
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 تركيب ترانزستور تأثير المجال ذي الاوكسيد المعدني

 Metal Oxide Semiconductor FET (MOSFET) 

 

 

يث , ح  (P)ان أساس تركيب الترانزستور هو عبارة عن لوح سيليكون من النوع  

ة يتم ترسيب بقية أجزاء الترانزستور على هذه الطبقة ومن هنا جاءت التسمي

 بطبقة الأساس.

ي م فيكون منسوب التطعيم في طبقة الأساس منخفضا بالنسبة الى منسوب التطعي

ال عكيز المنطقتين السالبتين التي يتم نشرها على يتم نشرها على هذه الطبقة بتر

بع وتقوم هاتان المنطقتان مقام المن )n+ (من الالكترونات وقد رمز لهما ب 

 والمصرف وتكون المسافة التي تفصل بينهما في حدود بضع مايكرون.

ف بين المنبع والمصر  (n)كذلك يتم نشر طبقة سالبة ذات منسوب تطعيم واطئ 

بقة طتعرف بالقناة وتكون ذات توصيلية الكترونية. اما على سطح القناة فتوجد 

يكون سمكها في حدود عشرة   (SiO2 )عازلة من ثاني أوكسيد السيليكون 

 مايكرون.
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قيق راما البوابة فتوجد فوق هذه الطبقة العازلة وتكون على هيئة غشاء معدني 

ع لمنببعدها يتم قطع العازل وعمل التوصيل المعدني الخاص با الالمنيوم عادة ,

 والمصرف. 

 

 :تركيب ترانزستور تأثير المجال ذي الاوكسيد المعدني

 Metal Oxide Semiconductor FET (MOSFET) 

 MOSFET الشكل يمثل الترانزستور 

 

ما:ن هويقسم الترانزستور ذي الاوكسيد المعدني من حيث أسلوب العمل الى نوعي  

التعزيزي-ا  

الاستنزافي-ب  

وكما هو الحال في الترانزستور الثنائي القطبية فان ترانزستور تأثير المجال له ثلاث طرق 

 للربط اعتمادا على الطرف المشترك المربوط.
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 and   (JFET) (MOSFET)مقارنة بين ترانزستور تاثير المجال  

JFET MOSFET 

ضمن المنبع والمصرف يمتلك تركيب يت-1

 والقناة والبوابة.

يمتلك بالإضافة الى المنبع والمصرف  -1

والقناة والبوابة طبقة تسمى 

 الأساس.

تكون البوابة غير معزولة عن القناة أي -2 تركيب البوابة يتضمن وجود طبقة من -2
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أوكسيد عازل وغشاء معدني يتم ترسيبه فوق  . PNيوجد تركيب الوصلة 

العازل, و بهذا تكون البوابة معزولة عن 

 .القناة

فانه  (PN)وبسبب عدم وجود هذه الوصلة 

لايوجد قيود على قطبية جهد البوابة , حيث 

انه يمكن تسليط جهد موجب على بوابة 

 بوابة صفرالترانزستور مع بقاء تيار ال

نظرا لكون البوابة معزولة لذا فانه يمتلك -3 اوم  1010يمتلك ممانعة ادخال في حدود -3

 اوم  1410ممانعة ادخال عالية جدا في حدود 

يشغل مساحة اكبر و صعوبة اكبر في -4

 التصنيع.

صغر مساحته وسهولة تصنيعه وكذلك عدم -4

 تاثره بالمؤثرات الخارجية لكونه معزولا

 

 

    (BJT)وترانزستور ثنائي القطبية(FET)  قارنة بين ترانزستور تاثير المجالم

BJT(Bipolar Junction Transistor) FET(Field Effect Transistor) 

:هو الطرف الذي تدخل من خلاله  (S)المنبع -EI(   1(يناظر تيار الباعث -1

 حاملات التيار الأغلبية سواء اكانت الكترونات او

 .فجوات

ويعرف التيار الداخل اليه او الخارج منه بتيار 

 s(Source) Iالمصرف 

:هو الطرف الذي يخرج منه   (D)المصرف-CI(   2(يناظر تيار الجامع  -2 

حاملات التيار الأغلبية مولدة تيار يعرف بتيار 

  ID(Drain)المصرف 

نع من مادة معاكسة :تص Gate (G)    البوابة – 3 (B -Base).يناظر طرف القاعدة  -3

لنوع المنبع والمصرف و تركب على وجهي القناة 

بطريقة الانتشار والسبك ويكون منسوب التطعيم في 

البوابة عادة اكبر منه في القناة لذلك كثير ما نلاحظ 

الى  –وعلامة  P (P+( وجود علامة + مضافة الى 
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) -n( .لتشير لذلك 

سري خلال القناة.التيار ي -4 (PN)التيار يسري خلال -4  

تكون القاعدة مع الباعث منحازة اماميا ويسري  -5

 تيار اكبر.

قد اختير  )GSV (ان الجهد بين البوابة والمنبع  -5

بحيث تكون البوابة منحازة عكسيا وبذلك فان تيار 

صغيرا سوف يسري في طرف البوابة بحيث تكون 

 قيمته كتقريب اولي مساوي للصفر.

 ضبط للتيار ذلك لان تيار الادخاليعمل كجهاز من-6

 يتحكم بتيار الإخراج.

يعمل كجهاز منضبط للجهد حيث يسيطر جهد  -6

 الإخراج وحده على تيار الإخراج.

مقاومة ادخال واطئة.-7 مقاومة الادخال تقترب من المالانهاية وهي -7 

 تساوي عدة ميكا اوم. 

كما جاء في –سيطرة اعلى على تيار الإخراج  -8

6فقرة ال  

سيطرة اقل على تيار الإخراج لذلك فانه اقل  -8

 حساسية للتغيرات في جهد الادخال.

لا يمكن استبدال الجامع بالباعث. لان الجامع  -9

 اكبر حجما واقل تطعيما من الباعث.

يمكن استبدال المنبع مع المصرف بحيث يمكنك  -9

ى استعمال اية نهاية كمنبع واستعمال النهاية الأخر

 مصرف.ك

طريقة العمل تعتمد على حاملات الشحنة  -10

 الأكثرية والأقلية.

طريقة العمل تعتمد على حاملات الشحنة -10

 الأكثرية أي الغالبية.

طريقة التصنيع اكثر صعوبة والحجم اكبر.-11 طريقة التصنيع اسهل واقل حجما في الدوائر  -11 

 المتكاملة.

.اكثرضجيج أي ضوضاء -12  .اقل  ضوضاء-12 

اقل استقراريه حرارية.-13  لا يتأثر بالإشعاعات وله استقرار حراري عالي.-13 

اكثر جودة في الترددات العالية.-14 عندما   (BJT)من مساوئه انه اقل جودة من    -14 

أي تكبير الإشارات ذات –يستخدم في تضخيم 

 الترددات العالية. 

 

 

 

 

 



 FETمسائل على ترانزستور تأثير المجال 

 

 

 

 :بتطبيق القانونين  /الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


